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【はじめに】 

 光音響イメージング[1]などの圧電特性を利用する応用

では、高い圧電性能とともに高抵抗であることが求めら

れる。ZnO薄膜では、格子間Zn (Zn
i
)や酸素欠損 (V

O
)が

キャリアを生成するため、十分な絶縁性を得ることがで

きない[2]。本報告では、スパッタリング雰囲気に酸素を

導入した際のZnO薄膜の高抵抗化について検討した。 

【実験方法】 

 ZnO 薄膜は Ar/O2ガスを用いた RFマグネトロンスパ

ッタ法により石英基板上に堆積した。成膜パラメータは

成膜時の基板温度(Tsub)と雰囲気中の酸素分圧比(O2 PPR)

とした。全圧力は 1.0Pa、膜厚は 500±50nmである。ア

ニール処理はN2雰囲気中で行った。 

【結果・考察】 

 抵抗率の酸素分圧比依存性を図1に示した。スパッタ

リング雰囲気中への0.5%酸素導入により、2~8桁の抵抗

率増大を生じた。Tsub が低いほど高抵抗化し、酸素分圧

比依存性は小さい。700℃のN2アニール処理による抵抗

率の変化を図 2に示した。Arのみで成膜した ZnO薄膜

では、Zniの脱離により抵抗率は増加している。一方、5%

酸素で成膜したZnO薄膜の抵抗率は大幅に低下した。と

くに、Tsub が低い場合の低下率が大きい。以上の結果か

ら酸素導入による高抵抗化は、主に V
Oにより生成され

るキャリアが酸素プラズマの作用により捕獲されたため

で、V
Oは酸素で十分に埋められていないと考える。Tsub

が低いほど、ZnO薄膜の c軸配向性が弱く、異なる結晶

面を有するため、キャリアの捕獲効果が強く作用したと

考える。なお、酸素導入によるV
Oの補填は、Tsubにほと

んど依存しないことが分かった。 
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図1 抵抗率の酸素分圧比性依存性 

図2 アニール処理による抵抗率の変化 
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